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Iinformation 

8k EPROM U555C 

Der Schaltkreis U 555 C ist ein statischer elektrisch programmierbarer und UV-löschbarer Festwert- 
speicher (EPROM). 
Der U 555 C wird in n-Kanal-Silicon-Gate-Technologie hergestellt und befindet sich in einem 24poli- 
gen DIL-Keramikgehäuse, 
Der Schaltkreis besitzt eine Speicherkapazität von 8192 bit mit einer Organisation von 1024 x 8 bit. 
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Bild 1: Anschlußbelegung und Schaltungskurzzeichen 



Bezeichnung der Anschlüsse: 

.& Z I Adresseneingänge 

O54 E Datenein-/-ausgänge 
Uss Bezugspotential 
Uop: UaBi Vcc Betriebsspannungen 

PR Programmiereingang 
TS/WE Chipauswahl/Schreibsignal 

32,0 mex 

0,4 mex. 

Bild 2: Gehäuseabmessungen 

Beschreibung 

Die 1024 bit Adressen des U 555 C werden über 10 Adresseneingänge ausgewählt. Die Adressen 

Aß ... A3 dienen zur Spaltenauswahl und die Adressen A 4 ... A 9 zur Zeilenauswahl. Die Datenein-/ 
ausgabe erfolgt über 01 ... 0 8. 
Mit dem Chipauswahl-Eingang (5S/WE) wird bei CS = L-Pegel der Schaltkreis aktiv, während für 

CS = H-Pegel die Ausgänge hochohmig sind (Tri state). 

Das Programmieren des Schaltkreises erfolgt dadurch, daß der H-Pegel am CS/WE-Eingang über die 
angegebenen Grenzen hinaus vergrößert wird., Durch das Anlegen eines Programmierimpulses an den 
PR-Eingang wirken die Anschlüsse O0 1 ... O 8 als Dateneingänge. 

Die Löschung des Speichers (0 1 ... 0 8 = H-Pegel bei beliebiger Adressenbelegung ) geschieht 
durch intensive UV-Bestrahlung (Strahlungsdosis - 15 Ws/cm”, A = 254 nm). 

iger_Hinweis_! 

Die Bereitstellung der Betriebsspannungen hat so zu erfolgen, daß Up„ nicht später als 10 ms nach 
Ucc/Upp- Anschaltung zugeschaltet und nicht früher als 10 ms vor Un /Upp-Abschaltung abgeschaltet 
wird. 

Der Schaltkreis ist bei entsprechendem Bitmuster anschluß- und bedingt signalkompatibel zum ROM 
U 505 D. 

Grenzwerte 

Kennwert Kurzeichen min. max. Einheit 

Betriebsspannungen en -0,5 20 v 

UCC -0,5 15 V 

USS -0,5 15 V 

Betriebsspannung für UpR -0,5 32 v 

Programmierbetrieb 
Eingangsspannungen A,; W4 -0,5 15 V 

Eingangsspannung CS/WE U -0,5 15 V 

Umgebungstemperatur n o 70 Ö 

Lagerungstemperatur Üara 55 125 ° 
Gesamtverlustleistung bei P 1,5 w 
V, = 45 ° 



ische Kennwerte 
(auf Uss = O V bezogen) 

Kennwert Kurzzeichen min. typ- max. Einheit 

Betriebsspannungen Ur 4,75 5,0 5,25 V 
Ues 4,75 5,0 5,25 v 
Uo9 11,4 12,0 12,6 v 

Eingangs-High-Spannungen für Chip- Ury 4 3,0 Ucc + 0,5 v 
Select, Adressen und Daten 

Eingangs-High-Spannung für Pro- Ur 2 11,4 12,6 v 
grammierung an CS/WE 

E1ngangs-Low-Spannung Ur -0,3 0,8 v 
Umgebungstemperatur A o 25 70 %e 
Eingangsreststrom bei 1, % ua 

Ur = 5,5 Vi Ug * 55 V 
Ausgangsreststrom bei Urs . = 3 V Ix5 1 7 un 
Ausgangsspannung Low bei Io, = 1,6mA Up, 0,4 v 
Ausgangsspannung High bei UoH 2,4 V 

U SDB VDV 
Stromaufnahme -IBB 45 mA 

ICC 10 mA 

L 65 mA 
Programmierstromaufnahme Tpr & 20 mA 

-IFR 2 3 mA 

Eingangskapazität Cr 6 PF 
Ausgangskapazität © 12 PF 

Dynamische Kennwerte 
(auf Usg = O V bezogen) 

Kennwert Kurzzeichen Meßbedingung min. typ. max. Einheit 

Chip-Selectionszeit (OC 120 ns 

Chip-Deselectionszeit %90 120 n 
Zugriffszeit ‘ACC "b€/ws =0,8 V 450 ns 

Programmierbedinqungen 

Kennwert Kurzzeichen min. typ- max, Einheit 

Betriebsspannungen [T -5,25 -5,0 =4,75 v 
bezogen auf Uss Ves 4,75 5,0 5,25 v 

UDD 11,4 12,0 L v 

Programmierimpuls H-Pegel UPRH 25 26 27 v 

Programmierimpuls L-Pegel Üag o 1 v 
Betriebstemperatur Ta 20 25 30 ° 
(Programmierbetrieb) 

Programmierimpulsbreite *p 0,1 1 ms 
Programmierimpulsanstiegszeit ppp 0,5 2 s 

Programmierimpulsabfallzeit tpRF 0,5 a /us 

Programmierzeit N + tp 50 ms 

Adressenbereitstellzeit tas 10 us 
TS/wWwE-Bereitstellzeit toss 10 s 

Datenbereitstellzeit Xaa 10 z



Kennwert Kurzzeichen min. typ. max. Einheit 

Adressenhaltezeit t $ j AH Z TS/WE-Haltezeit Sar 0,5 An Datenhaltezeit Ta &. Ta Dat ö E enverzögerung nach Pro. Saa 10 p 
grammier-/Leseumschaltung 

Sa 
' 

.—>ie0 1 
M 

S, —>00 3 Eingang —\ voten- 

or gange- H——>c.m 5 

stufen —06 

7 —0 7 
—>0 8 

Ag I 
Al 8 ! 

A2 Adrei ! ° M spaiten- ; 
A3 eingänge 7} ]decoder [7- | 

Z 128 ! 
AS l 

A6 Speicher- | 

AB - Zzei1en- d 4 
decoder |—] 128 Spalt l 

48 12 54 |64 Zeilen i 
A9 $ 

l 

Bıld 3: Blockschaltbild 
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Bild 4: Impulsdiegramm Adressenzugriff und CS-Zugriff 
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B8ild 5: Programmierbedingungen 

Dieses Datenblatt gibt keine Auskunft über Liefermöglichkeiten und beinhaltet keine Verbindlich- 
keiten zur Produktion. Die gültige Vertragsunterlage beim Bezug der Bauelemente ist der Typ- 
standard, Rechtsverbindlich ist jeweils die Auftragsbestätigung. 
Anderungen im Zuge der technischen Weiterentwicklung vorbehalten. 
Die Behandlungsvorschriften für MOS-Beuelemente sind unbedingt einzuhalten, da andernfalls eine 
Reklamation nicht anerkannt werden kann. 
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RE 
veb funkwerk erfurt 
im veb kombinat mikroelektronik 
DDR - 5010 Erfurt, Rudolfstr. 47 
Telefon: 5 80, Telex: 61306 

elektronik 
export-import 

Volkseigener Außenhandelsbetrieb 
der Deutschen Demokratischen Republik 
DDR - 1026 Berlin, Alexanderplatz 6 
Haus der Elektroindustrie 
Telefon: 2180 : Telex: 114721 

V/4/59 Rs 781/83 34269 


